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(54) Dispositif a diodes laser semiconductrices et son procede de realisation 



(57) -Selon ('invention, ce dispositif comporte des 
plaquettes individuelles (8). en matiere bonne con- 
ductrice de la chaleur assemblies parallelement 
les unes aux autres avec interposition de barrettes 
semi-conductrices a diodes (9) comme entretoises. 
lesdites barrettes n'occupant qu'une partie longitu- 
dinale des espaces entre plaquettes. dans lesquels 
elles sont logees, et les parties longitudinales (17) 
desdits espaces entre plaquettes, non occupees 
par lesdites barrettes semi-conductrices. servant 
de canaux de circulation pour un fluide de refroidis- 
sement. 
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Description 

La presente invention a pour objet les dispositifs la- 
ser a diodes laser semi-conductrices et. en particulier. 
de tels dispositifs a matrice de diodes laser E fie con- 
cerne egalement un procede de realisation de tels dis- 
positifs laser 

Par exemple par le brevet americain US-A-5 1 28 
951 on connait deja un dispositif laser a diodes 
comportant 

une pluralite de parois paralleles et espacees. en. 
une matiere bonne conductrice de la chaleur. qui 
ont des chants longitudinaux libres au moms ap- 
proximativement coplanaires et portant des films 
d'une matiere electriquement conductrice qui se 
prolongent de part et d'autre desdits chants sur les 
deux faces desdites parois . 
une pluralite de barrettes semi-conductrices incor- 
porant lesdites diodes laser et comprenant chacune 
une face emettrice par laquelle emettent les diodes 
laser de la barrette correspondante. lesdites barret- 
tes semi-conductrices etant logees longitudinale- 
ment dans les espaces entre lesdites parois et cha- 
cune desdites barrettes semi-conductrices etant 
solidarisee des faces en regard des deux parois en- 
tre lesqueiles elle est logee, de facon que lesdites 
barrettes semi-conductrices soient electriquement 
montees en serie par lesdits films de matiere elec- 
triquement conductrice et que les faces emettrices 
desdites barrettes semi-conductrices soient au 
moins approximativement coplanaires avec lesdits 
chants longitudinaux libres desdites parois : et 
des moyens de refroidissement a circulation de flui- 
de destines a refroidir lesdites barrettes de diodes 

Les dispositifs laser connus de ce type component 
un bloc de matiere bonne conductrice de la chaleur qui 
est porte par lesdits moyens de refroidissement a circu- 
lation de fluide. Dans (edit bloc sont prattquees, meca- 
niquement ou chimiquement. des rainures paralleles, 
formant les logements desdites barrettes de diodes et 
delimitant entre elles des nervures dont chacune d'elles 
forme une desdites parois sur lesqueiles sont soudees 
lesdites barrettes de diode. Du cote oppose aux chants 
longitudinaux libres des nervures. celles-ci sont reunies 
par une semelle. qui correspond a la partie dudit bloc 
non entamee par lesdites rainures et par laquelle ledit 
bloc est relie auxdits moyens de refroidissement. 

De tels dispositifs laser connus presentent de nom- 
breux inconvenients. 

Tout d'abord, I'evacuation de la chaleur engendree 
par lesdites diodes n'est pas bonne. En effet, entre les 
barrettes de diodes et le fluide de refroidissement, la 
chaleur doit parcourir un long trajet qui passe a travers 
les soudures des barrettes sur les nervures. le long de 
la hauteur desdites nervures, a travers ladite semelle 
et, enfin, a travers la paroi desdits moyens de refroidis- 



sement qui porte Indite semelle Par -iilleurs pour pcu- 
voir loger aisement lesdites barrettes dans lesdites rai- 
nures. ii est inoispensable de prevoir des jeux compen- 
ses par la soudure Par suite, les soudures entre les bar- 
s rettes de diodes et les rainures sont plus epaisses que 
cela serait suffisant pour assurer le contact electnque. 
de sorte que la transmission de chaleur est freinee au 
niveau desdites soudures. Cet effet de frein de trans- 
mission de chaieur est amplifie du fait que la planeite et 
'0 la rugosite des flancs des nervures ne peuvent etre op- 
timisees lors du creusage desdites rainures. Ces dispo- 
sitifs laser connus ne peuvent done assurer une grande 
densite de rayonnement. du fait de la trop faible eva- 
cuation de chaieur, Si on recherche une densite de 
'5 rayonnement elevee. les diodes laser sont done sur- 
chauffees et rapidement detruites 

Par ailleurs. du fait de I'existence obligatoire de jeux 
entre les barrettes de diodes et les nervures et de I' im- 
possibility d'apphquer une pression satisfaisante entre 
20 lesdites barrettes et lesdites nervures au moment du 
soudage. la continuity du contact electnque entre lesdi- 
tes barrettes de diode peut etre defectueuse maigre -- 

Dm P f^PM.ciP r)A-- I'nnaiccciiir rolohwn,-no^t .^^^.rt^^t^ 
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desdites soudures. 
25 En outre I'usinage desdites rainures. la mise en 
place et le soudage desdites barrettes dans celles-ci 
exigent une precision tres elevee. peu compatible avec 
une fabrication industrielle et des couts de fabrication 
raisonnables. 

30 La presente invention a pour objet de remedier a 
ces inconvenients. Elle concerne un dispositif laser du 
type rappele ci-dessus. dans lequei I'evacuation de cha- 
leur est amelioree. de sorte que I'homogeneite et la den- 
site de rayonnement. ainsi que la duree de vie dudit dis- 

35 positif laser, peuvent etre elevees. la structure dudit dis- 
positif laser perfectionne conformement a la presente 
invention permettant de plus de garantir une excellente 
continuity electrique entre les barrettes de diodes et de 
permettre une fabrication industrielle a faibles couts. 

to A ces fins, selon I'invention. le dispositif laser a dio- 
des du type mentionne ci-dessus est remarquable : 

en ce que lesdites parois paralleles et espacees 
sont formees par des plaquettes individuelles as- 
/5 semblees les unes aux autres avec interposition 
desdites barrettes semi-conductrices comme 
entretoises : 

en ce que lesdites barrettes semi-conductrices 
n'occupent qu'une partie longitudinale des espaces 
>° entre plaquettes dans lesquels elles sont logees : et 
en ce que les parties longitudinales desdits espa- 
ces entre plaquettes, non occupees par lesdites 
barrettes semi-conductrices. servent de canaux de 
circulation pour ledit fluide de refroidissement. 

55 

Ainsi. puisque ie fluide de refroidissement est au 
contact direct desdites plaquettes, {'evacuation de la 
chaleur engendree par les barrettes semi-conductrices 
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est optimale Par ailleurs puisque lesdites plaquettes 
peuvent etre preparees mdividuellement. il est possible 
de leurconferer une bonne planeite et une bonne rugo- 
site (mfeneure a 20 Angstroms), de sorte que I'epais- 
seur des soudures avec les barrettes peut etre minimale 5 
et que la transmission de chaleur au niveau de ces sou- 
dures peut etre maximale Les diodes desdites barrettes 
sont done refroidies efficacement. de sorte qu'elles peu- 
vent engendrer une densite de rayonnement elevee. 
sans surchauffer m etre detruites \o 

De preference, pour realiser le dispositif laser a dio- 
des conforme a la presente invention, on opere de la 
facon suivante 

on prepare une pluralite de plaquettes individuelles '5 
rectangulaires identiques en une matiere bonne 
conductrice de la chaleur. on polit au moins leurs 
deux grandes faces et un de leurs chants longitudi- 
naux et on recouvre lesdits chants longitudinaux 
polis et les zones laterales contigues desdites gran- 20 
des faces polies par des films d'une matiere bonne 
conductrice de I'electricite : 
on prepare une pluralite de barrettes de diodes 
semi-conductrices rectangulaires identiques. dont 
un chant longitudinal sert de face emettrice auxdi- 25 
tes diodes et dont les deux grandes faces sont re- 
couvertes de films de contact conducteurs de 
I'electricite ; 

on applique les films de contact desdites barrettes 
contre les zones laterales des films de matiere elec- 30 
triquement conductrice desdites plaquettes. avec 
interposition de films de solidarisation electrique- 
ment conducteurs : et 

on solidarise entre elles lesdites plaquettes et les- 
dites barrettes par action desdits films de solidari- 35 
sation. avec application de pression. 

Grace a un tel procede de realisation, notamment 
a Tapplication d'une pression pendant la solidarisation 
des barrettes de diodes et des plaquettes thermique- -to 
ment conductrices, on obtient des contacts electriques 
excellents entre les diodes. Par ailleurs. ce procede eli- 
mine toutes les difficuites iiees aux jeux precites et per- 
met une fabrication industrielle a des couts de fabrica- 
tion relativement bas. 45 

Les films de solidarisation pourraient etre realises 
en une colle electriquement conductrice. Toutefois. 
dans un mode prefere de realisation, ces films de soli- 
darisation sont constitues par une soudure electrique- 
ment conductrice. De preference, de tels films de sou- so 
dure sont alors portes par lesdites zones laterales des 
films de matiere electriquement conductrice desdites 
plaquettes. 

Selon un premier mode de mise en oeuvre du pro- 
cede conforme a I'invention : 55 

on realise un empilage de toutes lesdites plaquettes 
et de toutes lesdites barrettes, de facon que : 



cheque barrette soit mterposee entre deux 
plaquettes 

les chants longitudinaux desdites plaquettes. 
recouverts d'un film de matiere electriquement 
conductrice soient au moins approximative- 
ment coplanaires : 

les faces emettnees desdites barrettes de dio- 
des soient au moins approximativement copla- 
naires avec lesdits chants longitudinaux desdi- 
tes plaquettes : 

chaque film de contact d'une grande face d'une 
barrette soit superpose a un film de soudure 
d'une grande face d'une plaquette : et 

on porte la totafite dudit empilage a une temperatu- 
re correspondant a la temperature de fusion desdits 
films de soudure. tout en soumettant ledit empilage 
a une pression transversale auxdites plaquettes et 
barrettes. apres quoi on laisse refroidir ledit empila- 
ge 

On realise ainsi I'ensemble desdites plaquettes et 
desdites barrettes en une seule operation. Toutefois.^ 
I'outillage alors utilise pour superposer et maintenir les- * 
dites plaquettes et barrettes avec precision, doit etre re^ 
lativement complique. 

Aussi. pour permettre de simplifier cet outillage, se- : ' 
(on un second mode de mise en oeuvre du procede con- « 
forme a la presente invention, on opere de la facon ' 
suivante: 1 

lors de la preparation desdites plaquettes. on re- '* 
couvre I'un desdits films lateraux de matiere con- 4 * 
ductrice de chaque plaquette. d'un film d'une pre- 
miere soudure electriquement conductrice : 
on forme une pluralite de sous-ensembles, dont 
chacun d'eux comporte une plaquette et une bar- 
rette, en superposant a chaque fois une plaquette ' 
et une barrette de facon que le film de soudure de 
la plaquette soit superpose a un film de contact de 
la barrette et que le chant longitudinal de ladite pla- 
quette soit au moins approximativement coplanaire 
avec la face emettrice de la barrette, puis en portant 
chaque sous-ensemble a une temperature corres- 
pondant a la temperature de fusion de ladite pre- 
miere soudure, tout en le soumettant a une pression 
transversale a ladite plaquette et a ladite barrette. 
apres quoi on laisse refroidir ledit sous-ensemble : 
dans chaque sous-ensemble, on recouvre I'autre 
desdits films lateraux de matiere conductrice de la 
plaquette correspondante. d'un film d'une seconde 
soudure electriquement conductrice, ayant une 
temperature de fusion inferieure a celle de ladite 
premiere soudure : 

on forme un empilage desdits sous-ensembles, en 
les superposant, a chaque fois, de facon que I'autre 
film de contact de la barrette d'un sous-ensemble 
soit applique contre le film de ladite seconde sou- 
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dure de la plaquette d'un autre sous-ensemble et 
que les chants longitudinaux de toutes les plaquet- 
tes soient au moms approximativement coplanaires 
entre eux et avec les faces emettnces desdites 
barrettes et 

on porte ledit empilage de sous-ensembles a une 
temperature correspondant a la temperature de fu- 
sion de ladite seconde soudure. tout en soumettant 
ledit empilage a une pression transversale auxdites 
plaquettes et barrettes. apres quoi on laisse refroi- 
dir ledit empilage de sous-ensembles. 

On remarquera que ce second mode de mise en 
oeuvre du procede conforme a I'invention permet de 
controler tous lesdits sous-ensembles avant leur as- 
semblage. 

De preference, le dispositif a diodes laser semi-con- 
ductnces conforme a la presente invention comporte. 
dans les espaces entre plaquettes. des moyens d'etan- 
cheite isolant lesdites barrettes dudit fluide de refroidis- 
sement. 

Dans un mode de realisation prefere. le dispositif 
pourvu . 

d'un logement pour ledit agencement monopiece 
des plaquettes individuelles et des barrettes semi- 
conductrices : 

des moyens d'amenee dudit fluide de refroidisse- 
ment dans ledit logement : et 
des moyens d' evacuation dudit fluide hors dudit lo- 
gement. 

Dans ce mode de realisation, ledit fluide de refroi- 
dissement circule dans les parties longitudinales des- 
dits espaces entre plaquettes. non occupes par lesdites 
barrettes. en traversant ledit logement du boitier. 

Avantageusement, afin d'assurer une circulation re- 
guliere de fluide de refroidissement entre lesdites pla- 
quettes. ledit boitier comporte un reservoir d'accumula- 
tion dudit fluide. d'une part entre lesdits moyens d'ame- 
nee et ledit logement et. d'autre part entre ledit loge- 
ment et lesdits moyens d'evacuation. 

Les figures du dessin annexe feront bien compren- 
dre comment 1'invention peut etre realisee. Sur ces fi- 
gures, des references identiques designent des ele- 
ments semblables. 

La figure 1 est une coupe horizontale. selon la ligne 
I -I de la figure 2. d'un exemple de realisation du dispositif 
a diodes laser conforme a la presente invention. 

La figure 2 est une coupe longitudinale dudit dispo- 
sitif, selon la ligne brisee ll-il de la figure 1 . 

La figure 3 est une coupe transversale dudit dispo- 
sitif, selon la ligne Ill-Ill de la figure 1 . 

La figure 4 est une vue de dessus du boitier du dis- 
positif des figures 1 a 3. 

La figure 5 est une coupe longitudinale dudit boitier 
selon la ligne brisee V-V de la figure 4. 



La figure 6 est une coupe transversale dudit boitier. 
selon la liqne Vl-Vl de la figure 4 

La figure 7 est une vue en coupe transversale 
agrandie de I'agencement monopiece des plaquettes in- 
5 dividuelles et des barrettes semi-conductrices du dispo- 
sitif conforme a la presente invention. 

Les figures 8A et SB illustrent schematiquement la 
preparation desdites barrettes semi-conductrice en vue 
de la realisation dudit agencement monopiece. 
to Les figures 5C et 8D illustrent schematiquement la 
preparation desdites plaquettes individuelles en vue de 
la realisation dudit agencement monopiece. 

La figure SE illustre schematiquement la solidarisa- 
tion desdites plaquettes et desdites barrettes. 
'5 Le dispositif laser a diodes, conforme a la presente 
invention et represents sur les figures 1 a 3. comporte 
un boitier 1 et un agencement monopiece 2 de plaquet- 
tes en une matiere bonne conductrice de la chaleur et 
de barrettes semi-conductrices a diodes laser. 
20 Dans I'exemple de realisation represents sur ces fi- 
gures et sur les figures 4 a 6. le boitier 1 est constitue 
de plusieurs pieces, par exemple en un metal comme 
('aluminium ou ie cuivre. assembiees ies unes aux 
autres de maniere etanche. Le boitier 1 comporte un 
25 logement 3 dans lequel I'agencement 2 peut etre intro- 
duit et fixe de facon etanche. par exemple par collage. 
De part et d'autre du logement 3. sont prevus des reser- 
voirs 4 et 5. en communication avec celui-ci sur toute 
sa largeur. Dans les reservoirs 4 et 5 debouchent. res- 
30 pectivemenL une conduite 6 d'amenee de fluide et une 
conduite 7 d'evacuation de fluide, lesdites conduites 6 ' 
et 7 etant disposees en diagonaie I'une de I'autre par 
rapport au logement 3. 

Comme le montre a plus grande echelle !a figure 7. 
35 I'agencement 2 comporte une pluralite de plaquettes in- 
dividuelles paralleles 8 assembiees les unes aux autres 
avec interposition, a chaque fois entre deux plaquettes 
consecutives. d'une barrette semi-conductrice 9 ser- 
vant d'entretoise. 
4 0 Les plaquettes individuelles 8 sont realisees en un 
materiau a haute conductibilite thermique. comme par 
exemple I'oxyde de beryllium BeO. le carbure de silicium 
SiC, le diamant. etc ... Ce materiau pourrait egalement 
etre un metal, mais H est avantageux qu'il ne soit pas 
is conducteur de I'electricite. car alors. comme on le verra 
par la suite, on peut utiliser de I'eau comme fluide de 
refroidissement. Dans un exemple de realisation parti- 
culier, les plaquettes individuelles 8 etaient toutes iden- 
tiques et presentaient une forme parallelepipedique rec- 
50 tangulaire avec une longueur de 1 cm. une largeur de 
0.3 cm et une epaisseur de 0.02 cm. Les chants longi- 
tudinaux libres (superieurs) 10 des plaquettes indivi- 
duelles 8 sont coplanaires, comme cela est illustre sche- 
matiquement sur la figure 7 par la trace d'un plan P-P 
55 Au moins les parties des grandes faces 8A et 8B des- 
dites plaquettes 8. voisines desdits chants longitudi- 
naux 10. sont polies pour etre rigoureusement planes 
et presenter une rugosite inferieure a 20 Angstroms. Par 
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ailleurs comme cela est illustre sur la figure 3D chaque 
plaquelte mdividuelle 8 est revetue. avant son incorpo- 
ration dans Pagencement 2. d'un him 1 1 de mahere elec- 
tnquement conductnce comportant une partie 11c re- 
couvrant son chant longitudinal 1 0 et des parties latera- 5 
les 1 1 A et 11 B recouvrant parhellement en hauteur les- 
dites grandes faces SA et 3B. Un tei film electriquement 
conducteur 11 peut par exemple etre en molybdene ou 
en nickel, ou en un alliage de tels metaux et son epais- 
seur peut etre comprise entre 50 et 200 microns. Com- io 
me cela est illustre sur la figure 3D. les parties laterales 
1 1 A et 11 B dudit film 11 sont respectivement recouver- 
tes d'un film 22A ou 22B de soudure electriquement con- 
ductnce. par exemple en un alliage de molybdene. de 
nickel et d'indium. Un tel film de soudure peut avoir une >5 
epaisseur au plus egale a 10 microns 

De facon connue. les barrettes semi-conductrices 
parallelepipediques rectangulaires 9 peuvent etre obte- 
nues par decoupage en bandes de substrats semicon- 
ducteurs dans lesquels lesdites diodes laser sont obte- 20 
nues par epitaxie. Les barrettes 9 peuvent avoir une lon- 
gueur de 1 cm. une largeur de 0. 1 5 cm et une epaisseur 
de 0.02 cm. 

Au moms les grandes faces 9A et 9B des barrettes 
semi-conductrices 9 sont polies pour etre rigoureuse- 25 
ment planes et presentent une rugosite inferieure a 20 
Angstroms. Comme cela est illustre par la figure 8B. 
chaque barrette semi-conductrice 9 est revetue. avant 
son incorporation dans I'agencement 2. d'un film de con- 
tact electriquement conducteur par exemple en or. 00 
comportant une partie 1 3A recouvrant la face 9A et une 
partie 13B recouvrant la face 9B. 

Afin de concentrer remission laser a travers les 
chants 12. les chants opposes 14 desdites barrettes 
semi-conductrices peuvent etre recouverts d'un revete- 35 
ment reflechissant 15. 

Pour obtenir Pagencement 2. on peut realiser un 
empilement alterne de plaquettes 8 et de barrettes 9. 
de facon que les chants longitudinaux 12 des barrettes 
semi-conductrices 9. qui torment les faces emettrices -to 
des diodes laser, soient coplanaires avec les chants lon- 
gitudinaux 10 des plaquettes 8 (voir la figure 7) et que 
chaque barrette 9 ait son film de contact 13A en appui 
contre le film de soudure 22B d'une plaquette 8 et son 
film de contact 13B en appui contre le film de soudure -*5 
22A d'une autre plaquette 8. puis exercer une pression 
transversale audit empilement pour presser lesdits films 
de soudure et lesdits films de contact les uns contre les 
autres. tout en chauffant Pensemble (par exemple dans 
un four a hydrogene) a une temperature au moins egale so 
a la temperature de fusion desdits films de soudure. 
Apres refroidissemenl les plaquettes 8 et les barrettes 
9 sont solidarisees les unes des autres par les films de 
soudure. qui. par ailleurs, assurent la connexion electri- 
que en serie desdites barrettes semi-conductrices 9. en ss 
cooperation avec lesdits films 11 de matiere electrique- 
ment conductrice et lesdits films de contact 13A, 13B. 
En variante, on peut utiliser. pour la realisation des 



films de soudure 22B un alliage metallique ayant une 
temperature de fusion superieure a cede de Palliage me- 
tallique utilise pour la realisation des films de soudure 
22A. De la sorte il est possible, dans un premier temps, 
de realiser des sous-ensembles 16 (voir la figure 8E) 
comportant chacun une barrette 9 et une plaquette 8 
sans le film 22A. dont les chants 10 et 12 sont alignes 
et qui sont solidarisees par le film 22B. puis, dans un 
deuxieme temps apres realisation du film de soudure 
22A sur lesdits sous-ensembles 16. d'empiler lesdits 
sous-ensembles 16 pour les solidariser par leurs films 
de soudure 22A. Bien entendu. aussi bien lors de la rea- 
lisation des sous-ensembles 1 6 que lors de leur assem- 
blage, une pression transversale auxdites plaquettes 3 
el barrettes 9 est appliquee pendant larfusion des films 
de colle. 

Quel que soit le mode de realisation mis en oeuvre 
pour obtenir I'agencement 2, on constate que celui-ci 
comporte. entre chaque paire de plaques 8 consecuti- 
ves. un canal longitudinal libre 17. non occupe par la 
barrette semi-conductrice 9 correspondante. 

Comme le montre la figure 7. chaque canal longitu- 
dinal 17 est isole de la barrette semi-conductrice, cor- 
respondante par un pint 18. par exemple realise par in- 
jection de silicone ou de resine epoxyde. Eventuelle- 
ment ; une plaque de rigidification 19 est fixee sur les 
chants longitudinaux des plaquettes 8. opposes .aux 
chants longitudinaux 10. 

Apres realisation dudit agencement 2, celui-ci est < 
place et fixe de facon etanche (par exemple par collage) 
dans le logement 3 du boitier 1 , de maniere que ses 
canaux longitudinaux 1 7 soient en communication/d'un 
cote avec le reservoir 4 et. de I'autre. avec le reservoir 5. 

Ainsi. quand un fluide de refroidissement,- par 
exemple de l'eau : est amene a circuler dans le boitier 1 
entre la conduite d'amenee 6 et la conduite d'evacuation 
7. lesdits canaux longitudinaux 1 7 sont parcourus en pa- 
rallel par ledit fluide qui evacue efficacement la chaleur 
engendree par les diodes laser des barrettes semi-con- 
ductrices 9 (voir les fleches sur les figures 1 et 2). 

Des electrodes 20 et 21 sont reliees electriquement 
aux films metalliques 11 des plaquettes d'extremite de 
I'agencement 2 et permettent de brancher les barrettes 
de diodes electriquement en serie aux bornes d'une ali- 
mentation continue ou impulsionnelle. Dans un mode 
de realisation du dispositif selon I'invention. on a utilise 
des impulsions de courant ayant une intensite de 100 
amperes et des durees de fordre de 200 a 400 micro- 
secondes. 

On voit ainsi que, avec le dispositif de la presente 
invention, on peut obtenir : 

une grande densite et une bonne homogeneite du 
rayonnement laser, du fait de la compacite de 
Pagencement des barrettes de diodes laser 9 : 
une duree de vie elevee pour ledit dispositif, du fait 
de I'evacuation efficace de chaleur hors de la zone 
active des diodes laser : et 
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une automatisation de la fabrication dudit dispositif 
permettant d'en reduire les couts de fabrication 

Les applications du dispositif laser a diodes de la 
presente invention sont nombreuses et concernent. par 
exemple. le pompage des lasers a solides. les liaisons 
pour fibres optiques. le traitement laser des materiaux. 
la medecine. etc . 



1. 



caracterise : 45 

en ce que iesdites parois paralleles et espa- 
cees sont formees par des plaquettes indivi- 
duelles (8) assemblies les unes aux autres 
avec interposition desdites barrettes semi-con- so 
ductrices (9) comme entretoises : 
en ce que Iesdites barrettes semi-conductrices 
(9) n'occupent qu'une partie longitudinale des 
espaces entre plaquettes (8), dans lesquels el- 
les sont logees : et 55 
en ce que les parties longitudinales desdits es- 
paces entre plaquettes. non occupees par Ies- 
dites barrettes semi-conductrices. servent de 



canaux de circulation (17) pour ledit fluide de 
refroidissernent 



Dispositif selon I'unedes revendications 1 ou 2. 
caracterise 

en ce qu'il comporte un boitier (1 ) pourvu 

d'un logement (3) pour I'agencement mo- 
nopiece (2) des plaquettes mdividuelles (8) 
et des barrettes semi-conductrices (9) : 
des moyens (6) d'amenee dudit fluide de 
refroidissernent dans ledit logement (3) : et 
des moyens (7) d'evacuation dudit fluide 
hors dudit logement (3) : et 

en ce que ledit fluide de refroidissernent traver- 
se ledit logement (3) en circulant dans les par- 
ties longitudinales (17) desdits espaces entre 
plaquettes. non occupees par Iesdites barret- 
tes. 

Dispositif selon la revendication 3. 
caracterise en ce que ledit boitier (1) comporte un 
reservoir d'accumulation de fluide de refroidisse- 
rnent (4 ou 5). d'une part entre lesdits moyens 
d'amenee (6) et ledit logement (3) et, d'autre part, 
entre ledit logement (3) et lesdits moyens d'evacua- 
tion (7). 

Procede pour la realisation du dispositif laser a dio- 
des specifie sous I'une des revendications 1 a 4 
caracterise en ce que Ton effectue les operations 
suivantes : 

on prepare une pluralite de plaquettes indivt- 
duelles rectangulaires identiques (8) en une 
matiere bonne conductrice de la chaleur. on po- 
lit au moins leurs deux grandes faces (8A. 8B) 
et un de leurs chants longitudinaux (10) et on 
recouvre lesdits chants longitudinaux polis (10) 
et les zones laterales contigues desdites gran- 
des faces polies (8A. 8B) par des films d'une 
matiere bonne conductrice de Telectricite (11 A. 
11 B, 11c) : 

on prepare une pluralite de barrettes de diodes 
semi-conductrices rectangulaires identiques 
(9), dont un chant longitudinal ( 1 2) sert de face 
emettrice auxdites diodes et dont les deux 
grandes faces sont recouvertes de films de 
contact electriquement conducteurs (13A ; 



evendications 



Dispositif laser a diodes comportant : 



w 



Dispositif selon la revendication 1 
caracterise en ce qu'il comporte dans les espaces 
entre plaquettes. des moyens d'etancheite (18) se- 
parant Iesdites parties longitudinales. respective- 
ment occupees et non occupees par Iesdites bar- 
rettes (9) 



une pluralite de parois paralleles et espacees '5 

(8) . en une matiere bonne conductrice de la 
chaleur. qui ont des chants longitudinaux libres 
(10) au moins approximativement coplanaires 
et portant des films (11) d'une matiere electri- 
quement conductrice qui se prolongent de part 20 
et d'autre desdits chants sur les deux faces (8A. 

88) desdites parois : 

une pluralite de barrettes semi-conductrices ( 9) 
incorporant Iesdites diodes, laser et compre- 
nant chacune une face emettrice (12) par la- 25 
quelle emettent les diodes laser de la barrette 
correspondante. Iesdites barrettes semi-con- 
ductrices (9) etant logees longitudinalement 
dans les espaces entre Iesdites parois (8) et 
chacune desdites barrettes semi-conductrices 30 4. 

(9) etant solidarisee des faces en regard des 
deux parois (8) entre lesquelles elle est logee. 
de facon que Iesdites barrettes semi-conductri- 
ces (9) soient electriquement montees en serie 

par lesdits films de matiere electriquement con- 35 
ductrice et que les faces emettrices ( 1 2) desdi- 
tes barrettes semi-conductrices soient au 
moins approximativement coplanaires avec 5. 
lesdits chants longitudinaux (10) libres desdi- 
tes parois ; et 40 
des moyens de refroidissernent a circulation de 
fluide destines a refroidir Iesdites barrettes de 
diodes (9), 
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13B) 

on applique les films de contact desdites bar- 
f ettes centre les /.ones laterales iilA 1 1 8; oes 
tilms de matiere conductnee desdites plaquet- 
tes (8). avec interposition de films de solidan- s 
sation electriquement conducteurs (22A 22B) 
et 

on solidarise entre elles lesdites plaquettes (3) 
et lesdites barrettes (9) par action desdits films 
de solidarisation. avec application de pression io 

Procede selon la revendication 5. 
caracterise en ce qu'on recouvre les zones laterales 
( 1 1 A. 1 1 B) des films ( 11) de matiere efectriquement 
conductnee de films de soudure (22A. 22B). elec- '5 
triquement conducteurs. 

Procede selon la revendication 6. 
caracterise ' 

20 

en ce qu'on realise un empilage de toutes les- 
dites plaquettes (8) et de toutes lesdites barret- 
tes (9). de facon que 

chaque barrette (9) soit interposee entre 25 
deux plaquettes (8) : 

les chants longjtudinaux ( 1 0) desdites pla- 
quettes, recouverts d'un film de matiere 
electriquement conductrice (11c) soient au 
moins approximativement coplanaires : so 
fes faces emettrices (12) desdites barret- 
tes de diode (9) soient au moins approxi- 
mativement coplanaires avec lesdits 
chants longitudinaux (10) desdites 
plaquettes : 35 
chaque film de contact (13A. 13B) d'une 
grande face d'une barrette (9) soit super- 
pose a un film de soudure (22B. 22A) d'une 
grande face d'une plaquette (8) : et 

40 

en ce que I'on porte la totalite dudit empilage a 
une temperature correspondant a la tempera- 
ture de fusion desdits films de soudure (22A, 
22B). tout en soumettant led it empilage a une 
pression transversale auxdites plaquettes et 4 $ 
barrettes. apres quoi on laisse refroidir ledit 
empilage. 

Procede selon la revendication 6. 

caracterise : 50 

en ce que. lors de la preparation desdites pla- 
quettes (8) : on recouvre I'un (11 B) desdits films 
de matiere conductrice lateraux de chaque pla- 
quette (8). d'un film (22B) d'une premiere sou- 55 
dure electriquement conductrice : 
en ce qu'on forme une pluralite de sous-ensem- • 
bles (16). dont chacun d'eux comporte une pla- 



quette (8) et une barrette (9) en superposant 
n cheque fois une plaquette et une barrette de 
•neon que le him de soudure oe la plaquette sou 
superpose a un film de contact de la barrette et 
que le chant longitudinal ( 1 0) de ladite plaquet- 
te son au moms approximativement coplanaire 
avec la face emettrice (12) de la barrette. puis 
en portant chaque sous-ensemble (16) a une 
'.emperature correspondant a la temperature 
de fusion de ladite premiere soudure tout en le 
soumettant a une pression transversale a ladite 
plaquette et a ladite barrette. apres quoi on lais- 
se refroidir ledit sous-ensemble 

:e que dans chaque sous-ensemble (16). 
on recouvre I'autre (11 A) desdits films lateraux 
de matiere conductrice de la plaquette (8) cor- 
respondante. d'un film (22A) d'une seconde 
soudure electriquement conductrice. ayant une 
temperature de fusion inferieure a celle de la- 
dite premiere soudure : 

en ce qu'on forme un empilage desdits souSt! 
ensembles (16). en les superposant. a chaque 
'C'S de facon que I'autre film de contact' £13B) 
de la barrette d'un sous-ensemble soit applique 
contre le film de ladite seconde soudure (22A) 
de la plaquette d'un autre sous-ensemble (16) 
et que les chants longitudinaux de toutes les 
plaquettes soient au moins approximativement 
coplanaires entre eux et avec les faces emet- 
trices desdites barrettes : 'et 
en ce que I'on porte ledit empilage de sous-en- 
sembles (16) a une temperature correspondant 
a la temperature de fusion de ladite seconde 
soudure, tout en soumettant ledit empilage a 
une pression transversale auxdites plaquettes 
et barrettes. apres quoi on laisse refroidir ledit 
empilage de sous-ensembles. 
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A laser diode assembly (1 0) includes a laser diode (1 2) having an emitting surface and a 
reflective surface opposing the emitting surface. Between the emitting (20) and reflective 
(22) surfaces, the laser diode has first and second surfaces to which a first heat sink and 
second heat sink (1 4,1 6) are attached, respectively, via a solder bond. A spacer element 
(25) is disposed between the first and second heat sinks (14,16) and is below the laser 
diode (1 2). The spacer element (25) has a width that is chosen to provide optimum 
spacing between the first and second heat sinks. The spacer element (25) has a height 
that is chosen to place the emitting surface (20) of the laser diodes at a position that is 
substantially flush with the upper surfaces of the heat sinks (1 4, 1 6). A substrate (30) is 
positioned below the first and second heat sinks (14,16) and is attached to these two 
components usually via a solder bond. The substrate (30) is preferably of a nonconductive 
material so that electrical current flows only through the heat sinks and the laser diode. To 
properly locate the spacer element, the substrate (30) may include a locating channel (34) 
into which the spacer element (25) fits. Each of the heat sinks (14,16) is coated with a 
solder layer (18) prior to assembly. Once the components are placed in their basic 
assembly position, only one heating step is needed to cause the solder layer (18) on the 
heat sinks to reflow and attach each heat sink to the adjacent laser diodes and also to the 
substrate. 
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